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論    文    の    要    旨 
 炭化ケイ素（SiC）は熱酸化により良質な酸化ケイ素（SiO2）膜を形成することが可能であり、これを用
いたパワーMetal-Oxide-Semiconductor (MOS)素子の開発が脚光を浴びている。パワーMOS素子は、電














































令和 2 年 2 月 20 日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席の
もと、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員に
よって、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（ 工学 ）の学位を受けるに十分な
資格を有するものと認める。 
 
